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요약

TFT-LCD 장치는 제1층의 금속층으로 형성된 다수의 주사선(14)과, 제2층의 금속층으로 형성된 다수의 데이터선(15)과,

TFT(12) 및 제3층의 ITO층으로 구성된 화소 전극(13)을 각각 구비하는 화소(11)의 어레이를 구비한다. 각각의 화소(11)

는 화소 전극(13)과 다른 도전층 사이에 형성된 기생 용량의 변동을 억제하기 위해 상기 제2층의 금속층으로 형성된 차폐

부재(17)를 더 포함한다. 상기와 같은 기생 용량의 변동의 억제로 인해 피드 스루 전압이 줄어들고 그에 따라 TFT-LCD

장치의 표시 성능을 향상시킨다.

대표도

도 5

색인어

TFT, LCD, 주사선, 데이터선, 화소, 액정

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 TFT-LCD 장치의 화소를 도시하기 위한 TFT 패널의 상면도.

도 2는 다른 종래의 TFT-LCD 장치의 화소를 도시하기 위한 TFT 패널의 상면도.
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도 3a 및 도 3b는 화소내에 형성된 기생 용량을 도시하기 위한 도 1의 화소의 개략 단면도.

도 4a는 공보에 기술된 LCD 장치의 액티브 매트릭스 패널의 일부에 관한 평면도이고 도 4b는 도 4a의 B-B선에 따른 단

면도.

도 5는 본 발명의 제1의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치의 화소를 도시하기 위한 TFT 패널의 평면도.

도 6a 내지 도 6d는 도 5의 A-A, B-B, C-C, 및 D-D선에 따른 단면도.

도 7은 본 발명의 제2의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치의 화소를 도시하기 위한 TFT 패널의 평면도.

도 8은 본 발명의 제3의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치의 화소를 도시하기 위한 TFT 패널의 평면도.

도 9는 본 발명의 제4의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치의 화소를 도시하기 위한 TFT 패널의 평면도.

도 10a 및 도 10b는 도 9의 A-A 및 B-B선에 따른 단면도.

도 11은 본 발명의 제5의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치의 화소를 도시하기 위한 TFT 패널의 평면도.

도 12는 본 발명의 제6의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치의 화소를 도시하기 위한 TFT 패널의 평면도.

도 13은 본 발명의 제7의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치의 화소를 도시하기 위한 TFT 패널의 평면도.

도 14는 본 발명의 제8의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치의 화소를 도시하기 위한 TFT 패널의 평면도.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 피드 스루 전압(feed-through voltage)이 낮아진 박막 트랜지스터 액정 표시 장치(이하, TFT-LCD 장치라고

한다)에 관한 것으로서, 특히 피드 스루 전압을 줄이기 위해 TFT-LCD 장치에서의 화소 전극과 신호선 사이의 기생 용량

의 변동 또는 산란을 줄일 수 있는 TFT-LCD 장치에 관한 것이다.

최근에, LCD 장치는 그 면적을 줄이고 소비 전력을 낮출 수 있는 평면 표시 패널에 집중되고 있다. 특히, LCD 장치 중에서

TFT-LCD 장치는 그레이 스케일 레벨 표시가 상이한 구동 전압에 의해 얻어질 수 있고 양호한 이미지가 인접한 화소 사이

에서 누화(cross-talk)가 감소되게 달성되므로 다양한 사무 장치 또는 비디오 표시 장치에 광범위하게 사용되고 있다.

도 1은 종래의 액티브 매트릭스 TFT-LCD 장치의 화소 하나를 도시한다. 상기 TFT-LCD 장치는 TFT(박막 트랜지스터 ;

12) 및 조합된 화소 전극(13)을 각각 포함하며 어레이 형상으로 배열된 다수의 화소(11)를 그 상부에 장착하고 유리로 이

루어진 TFT 패널(10)을 포함한다.

TFT 패널(10)은 어레이의 로우 방향으로 각각 연장되는 다수의 주사선(14)과, 컬럼 방향으로 각각 연장되는 다수의 데이

터선(15)과, 화소(11) 사이를 통과하는 광을 차폐하기 위해 인접한 화소 사이에 배치된 다수의 차광 부재(16)를 그 상부에

또한 장착한다. 대향 전극을 상부에 장착하고 있는 대향 패널(도시되지 않음)은 TFT 패널(10)에 대향하고 그 사이에 액정

층이 삽입된다. 주사선(14)은 TFT(12) 각각의 게이트 전극을 구성하는 스트라이프 확장부(18)와, 다음의 로우에 배치된

인접하는 화소(11)의 화소 전극(13)에 대향하는 광폭 확장부(19)를 구비한다. 데이터선(15)은 TFT(12) 각각의 드레인을

구성하는 스트라이프 연장부(22)를 구비하고, 상기 TFT(12)의 소스(21)는 화소 전극(13)에 접속된다.

화소 전극(13) 및 대향 전극의 대응부는 액정층이 커패시터 절연체가 되어 LC 용량(LC 커패시터)을 형성한다. 화소 전극

(13)은 인접한 주사선(14)의 광폭 확장부(19)와 공동으로 축적 커패시터를 또한 형성한다.
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도 2는 주사선(14)의 하나와 인접하며 평행하게 연장되고 도 1에 도시된 주사선(14)의 확장부(19) 대신에 확장부(26)를

구비하는 공통선(27)을 제외하고는 도 2의 화소(11)와 유사한 종래의 다른 TFT-LCD 장치의 화소(11)를 도시한다.

도 1 및 도 2에 도시된 TFT-LCD 장치의 동작시에, 그레이 스케일 레벨 전압은 화소 전극(13)과 대향 전극 사이에 인가되

어 LC 커패시터와 축적 커패시터상에 전하를 축적하고 그에 따라 화소 전극(13)과 대향 전극 사이의 액정의 전자 화학적

성질을 제어한다. 상기와 같은 이유로 인해 액정층을 통과하는 광의 투과를 조절하고 LCD 패널상에 화소 단위로 이미지를

형성한다.

TFT-LCD는 전극과 신호선의 복잡한 배치에 기인하여 전술한 바와 같이 화소 커패시터와 축적 커패시터 이외에 화소 전

극(13), 신호선(14, 15), 및 차광 부재(16) 사이에서 다수의 기생 용량을 또한 갖는다. 기생 용량은 화소들 사이에서 상당히

변화하여 표시 패널상의 이미지의 변동을 야기시켜 TFT-LCD 장치의 표시 성능에 영향을 끼친다.

도 3a 및 도 3b는 예컨대 기생 용량의 변동을 도시하기 위한 도 1의 TFT-LCD의 개략 단면도를 나타낸다. 도면에 도시된

바와 같이, 기생 용량은 차광 부재(16 ; 제1의 층)들 사이 뿐만 아니라 화소 전극(13 ; 제3의 층)과 데이터선(15)의 사이, 및

화소 전극(13 ; 제3의 층)과 주사선(14 ; 제2의 층)의 사이에서 형성된다.

도 3a의 TFT-LCD는 TFT 패널(10)상에 형성된 상기 3개의 층 사이에서 이상적으로 배열되고, 상기와 같은 이상적인 배

열은 화소 전극(13)의 좌우측 사이에서 Cdpi와 같은 기생 용량의 대칭성을 제공한다. 반면에, 도 3b의 TFT-LCD는 포토

리소그라피 공정에 기인한 TFT 패널상의 3개의 층 사이에서 불량하게 배열되어 있고 그에 따라 화소 전극(13)의 좌우측

사이에서 기생 용량은 비대칭적이고, 그에 따라 이하에서 기술되는 바와 같이 피드 스루 전압을 증가시켜 TFT-LCD 장치

의 표시 성능을 악화시킨다.

표시 성능을 개선하기 위해 LCD 패널의 버닝(burning)을 억제하기 위한 각각의 프레임에서 화소 전극의 극성은 대향 전극

에 대해 반전되는 것이 보통이다. 반전 구동 방법은 두가지가 있는데, 그 하나는 인접한 컬럼에 배치된 화소는 그 극성이

반대이고 동일한 컬럼에 배치된 화소는 그 극성이 동일하고 각각의 컬럼내의 화소는 각각의 프레임에서 그 극성이 반전되

는 드레인선 반전 방법이고, 또 다른 하나는 두개의 인접한 화소마다 극성이 반대이고 각각의 프레임에서 그 극성이 반전

되는 도트 반전 방법이다.

데이터선의 전위 변동은 대응하는 화소 전극의 전위를 변동시키기 위해 극성의 반전시에 가장 높고 그에 따라 표시 휘도의

변동을 야기한다. 반전 구동 방법은 극성 반전 중에 인접한 데이터선 사이의 휘도의 변동을 상쇄한다.

기생 용량의 상당한 비대칭이 전술한 바와 같이 도전층의 불량에 기인한 인접한 데이터선 사이에 존재한다면 변동하는 양

을 줄이는 것은 한계가 있다. 데이터선 사이의 기생 용량의 비대칭은 화소에서 TFT(12)의 구성에 의해 또 유발되고 그로

인해 데이터선(15)의 부근에서 화소 전극(13)내에 절단부(36)을 마련할 필요성이 존재하게 된다. 일본국 특허공개공보

JP-A-2000-98427호에는 데이터선의 전압 변동에 기인한 LCD 패널의 휘도 변동을 완화할 수 있는 TFT-LCD 장치가

개시되어 있다. 상기 TFT-LCD 장치는 화소 전극의 주변에 인접하고 평행하게 연장되는 두개의 인접한 데이터선의 일부

길이를 같게 함으로써 화소 전극의 좌우측 사이의 기생 용량의 대칭성을 갖는다.

일본국 특허공개공보 JP-A-2000-98427호에 개시된 TFT-LCD 장치에 있어서, 화소 전극과 제1의 도전층 사이의 기생

용량의 변동은 고려되지 않는다. 또한, 길이를 동일하게 하기 위한 화소 전극의 구성은 이미지에 대한 유효 화소 면적을 감

소시킨다.

일본국 특허공개공보 JP-A-6-222392호에는 마스크를 매우 정확하게 정렬할 필요성이 없이 능동 소자 사이의 기생 용량

의 변동을 억제할 수 있는 액티브 매트릭스 LCD 장치가 개시되어 있다. 도 4a는 상기 공보에 개시된 액티브 매트릭스

LCD 장치의 평면도이고 도 4b는 도 4a의 B-B선에 따른 단면도이다.

LCD 장치는 매트릭스 형상으로 배치되며 정방형 화소 전극(31)을 각각 포함하는 다수의 화소(30)와, 화소 전극(31)의 대

응하는 하나를 둘러싸고 있는 프레임부를 구비한 사다리 형상을 각각 정의하는 다수의 주사 전극(32)과, 주사 전극(32)의

프레임부와 화소 전극(31) 사이에 삽입된 링 전극(33)를 포함한다. 도 4b에 도시된 바와 같이, 링 전극(33)은 유전막(34)

을 사이에 두고 화소 전극(31) 하부의 내부 엣지와 주사 전극(32)의 프레임부 상부의 외부 엣지를 포함한다. 화소 전극(31)

은 패턴 크기를 정확하게 패턴화하기 어려운 투명성 금속 산화막(ITO막)으로 구성되어 화소 전극(31)의 패턴 크기의 변동

은 금속막에 비해 크다.
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전술한 구성에서, 주사 전극(32), 유전막(34), 및 링 전극(33)은 MIM 능동 소자를 구성한다. 불량한 정렬이 제조 공정 중의

리소그라피 단계 도중에 층 사이에서 발생하는 경우에도 화소 전극(31), 링 전극(33) 및 주사 전극(32)의 점대칭 구조는 화

소 사이의 기생 용량의 변동을 발생시키지 않는다. 더욱 상세하게 말하면, 예컨대, 좌측 또는 상부측에서의 기생 용량의 증

가는 점대칭 구조에 기인하여 좌측 또는 하부측에서의 기생 용량의 감소에 의해 상쇄된다.

일본국 특허공개공보 JP-A-6-222392호 공보에 개시된 액티브 매트릭스 LCD 장치에 있어서, 주사 전극의 링 구조는

LCD 장치의 구조를 복잡하게 한다. 또한, 액티브 매트릭스 LCD 장치에 대한 구조는 TFT-LCD 장치에 그대로 사용할 수

없다.

도 1 및 도 2에 도시된 구조에서, 게이트 전극(18)에 공통인 제1의 층에 의해 형성된 차광 부재(16)는 도 3a 및 도 3b에 도

시된 바와 같은 기생 용량의 변동을 발생시키지 않고, TFT-LCD 장치의 표시 성능은 TFT(12)의 게이트와 소스 사이의

기생 용량(CGS), 화소 용량(또는 LC 용량 ; CLC), 축적 용량(CSC), 게이트와 화소 전극 사이의 기생 용량(Cgpi)에 의해 영

향을 받고, 상기 모든 용량은 상이한 도전층 사이에서 형성되어 피드 스루 전압(Vfd)의 크기에 영향를 미친다.

일반적인 TFT-LCD 장치에 있어서, 액정의 투과 요소는 화소 전극과 대향 전극 사이의 전위차에 의존하기 때문에, 화소

전극의 전위(Vpi)는 LCD 패널 전체상에 균일한 이미지 표시를 달성하기 위해 화소들 사이에서 변해서는 않된다. 또한,

TFT의 온 상태중에 기록 동작에 의해 결정된 화소 전극의 전위(Vpi)는 다음의 프레임에서의 다음의 기록 동작까지는 동

일한 값을 유지해야 할 것을 요구 받는다.

그러나, 화소 전극과 관계된 기생 용량은 화소 전극의 전위(Vpi)에 영향을 미친다. 상기 전위(Vpi)에 영향을 미치는 요소들

중에서 가장 큰 요인은 데이터 신호가 화소 전극상에 축적된 직후에 게이트 전압이 저레벨로 떨어져서 TFT(12)를 오프 상

태로 하는 경우에 나타나는 피드 스루 전압(Vfd)이다.

상기 피드 스루 전압(Vfd)은

Vfd = CGS/{(CGS + CLC + CSC + Cdpi + Cgpi) ×｜VGon - VGof｜이다.

여기서, VGon 및 VGof는 TFT가 온 상태 및 오프 상태인 경우의 각각의 게이트 전압이다.

VGon - VGof에 의해 정의된 값은 TFT의 트랜지스터 특성이 표시 패널 내에서는 일반적으로 균일하므로 화소 사이에서는

일정하다. 따라서, 피드 스루 전압은 기생 용량이 일정하기만 하면 일정하게 된다. 피드 스루 전압(Vfg)에 의한 화소 전극

에 미치는 영향은 화소 전극의 전위가 하나의 극성 상태로 변화되어 화소 전극에 인가된 기록 전압의 극성에 무관하게 직

류 성분을 생성하는데 있다. 따라서, 전술한 경우와 유사하게, 피드 스루 전압(Vfd)에 의한 영향은 대향 전극의 극성을 동

일한 극성으로 변동시킴으로써 상쇄될 수 있다.

그러나, 기생 용량이 표시 면적 내의 화소 전극 중에서 변하는 경우에 피드 스루 전압(Vfd) 또한 변하게 되어 대향 전극의

전위가 변하는 경우에도 액정층에 인가된 유효 구동 전압의 변동을 야기한다. 따라서, TFT-LCD 장치는 표시 면적내에서

의 휘도의 변동과 같은 표시 성능이 불량하게 된다.

기생 용량은 화소 전극과 상기 화소 전극 주변에 배치된 대향 전극 사이에서 형성된다. 금속성 층의 패턴 크기는 보통 정확

한 반면에 ITO층의 패턴 크기는 그 패턴시의 어려움에 기인하여 일반적으로 정확하지 않다. 따라서, 화소 전극의 패턴 크

기가 표시 면적내의 화소 전극 중에서 상당히 변하면 기생 용량은 거리 또는 디멘션의 변화에 기인하여 변하고 그에 따라

피드 스루 전압은 표시 성능을 악화시키게 변한다. 따라서, 피드 스루 전압을 줄이기 위해 화소 전극과 다른 신호선 사이의

기생 용량의 변화를 줄이는 것이 오랫동안 요구되었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

전술한 사정을 고려하여, 본 발명의 목적은 피드 스루 전압을 줄이기 위해 표시 패널내의 화소 사이의 휘도의 변동을 억제

할 수 있는 TFT-LCD 장치를 제공함에 있다.
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본 발명은 어레이 형상으로 배열되며 TFT 및 투명성 재료로 이루어진 조합된 화소 전극을 각각 포함하는 다수의 화소와,

대응하는 로우내에 배열된 상기 화소에서 상기 TFT를 활성화하기 위해 상기 화소에 대해 각각 배치된 다수의 주사선과,

대응하는 컬럼내에 배열된 상기 화소에서 상기 TFT를 경유하여 데이터 신호를 상기 화소 전극에 공급하는 상기 화소의 컬

럼에 대해 각각 배치된 다수의 데이터선을 포함하고, 상기 화소 각각은 도전 재료로 이루어지고 상기 화소 전극에 전기적

으로 접속되고 상기 화소 전극의 주변를 따라 연장되는 차폐 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 TFT-LCD 장치(박

막 트랜지스터 액정 표시 장치)를 제공한다.

본 발명의 TFT-LCD 장치에 따르면, 차폐 부재는 차폐 부재와 신호선 사이에 기생 용량을 형성함으로써 화소 전극과 신호

선 사이에 기생 용량을 형성하는 것에 대항하여 화소 전극을 정전기적으로 차폐한다. 상기와 같은 이유로 인해, 차폐 부재

와 신호선 사이의 균일한 기생 용량을 제공하여 화소 전극의 부정확한 패터닝에 의해 야기된 화소들 사이의 기생 용량의

변동을 줄여준다.

본 발명의 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 이하의 기술로부터 명확해 질 것이다.

발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명은 첨부된 도면을 참조하여 자세히 설명될 것이고, 도면에서 유사 구성 요소에는 동일한 도면 번호가 붙여질

것이다. 본 발명의 제1의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치는 TFT 패널과, 서로 대향하는 대향 패널을 포함하고 그 사이에

는 액정(LC)층이 삽입된다.

도 5에 있어서, 도면 부호 10으로 표시된 TFT 패널은 어레이 또는 매트릭스 형상으로 배치되며 TFT(박막 트랜지스터 ;

12) 및 화소 전극(13)을 각각 포함하는 다수의 화소(11)와, 어레이의 로우 방향으로 연장되는 다수의 주사선(14)과, 어레

이의 컬럼 방향으로 연장되는 다수의 데이터선(15)을 그 상부에 장착한다. 화소(11)는 상기 화소(11)에서 화소 전극(13)의

주변을 따라 연장되는 차폐 링(17)을 또한 포함한다.

TFT 패널(10)상에 형성된 층의 구조에 있어서, 제1의 도전층(또는 게이트 층)은 TFT(12)의 게이트 전극을 구성하는 확

장부(18), 및 화소 전극(13)과 공동으로 축적 커패시터를 형성하는 광폭 확장부(19)를 각각 포함하는 주사선(14)을 포함하

고, 제2의 도전층(또는 소스층)은 TFT(12)의 소스/드레인 전극(21, 22), 데이터선(15) 및 차폐 링(17)을 포함하고, 제3의

도전층은 투명성 ITO(인듐-주석 산화물)로 이루어진 화소 전극(13)을 포함한다.

TFT(12)는 상기 TFT(12)의 채널 영역이 주사선(14)과 평행하게 연장되고 게이트 전극(18)이 주사선(14)에 수직으로 연

장되는 세로형 TFT이다. 차폐 링(17)은 TFT(12)의 주변에서 관통홀(24)을 경유하여 화소 전극(13)에 접속되는 확장부

(23), 및 다음의 로우에 대한 주사선(14)의 광폭 확장부(19)에 대향하는 광폭 확장부(26)를 포함한다.

도 6a에 도시된 바와 같이, 광폭 확장부(19)는 TFT(12)로부터 멀리 떨어진 위치에서 차폐 링(17)의 광폭 확장부(26) 및

화소 전극(13)의 엣지부를 따라 겹쳐져 연장된다.

도 6b에 도시된 바와 같이, 데이터선(15) 및 차폐 링(17)은 공통층으로 형성되어 서로 평행하게 연장된다. 도 6c에 도시된

바와 같이, 주사선(14)의 광폭 확장부(19)는 대응하는 화소(11)의 영역의 외측에 배치된다. 도 6d에 도시된 바와 같이,

TFT(12)는 게이트 전극(18), 및 비정질 실리콘으로 구성되며 소스/드레인 전극(21, 22)에 각각 접속된 오버레이 소스/드

레인 영역(37)을 각각 포함한다. 차폐 링(17)은 도 6a 내지 도 6d에 도시된 바와 같이 화소 전극(13)의 외부 엣지부를 중첩

하는 내부 엣지부를 구비한다.

대향 전극은 유리 기판 및 그 상부에 형성된 대향 전극을 구비하여 모든 화소 전극(13)과 대향한다. 대향 패널의 후측에는

백라이트가 제공된다.

도 5의 TFT-LCD 장치의 동작시에, 신호 전압은 액정의 대응하는 부분을 가로질러 그레이 스케일 레벨 전압을 인가하는

TFT(12)를 구동함에 의해 화소 전극(13)과 대향 전극 사이에 인가된다.

더욱 상세하게 말하면, 신호 전압이 먼저 데이터선(15)에 인가되고, 뒤이어 주사 신호가 신호 전압과 동기하여 주사선(14)

의 하나에 인가된다. 화소 전극(13)은 주사 신호가 대응하는 주사선(14)에 인가되는 경우의 주사 기간 동안에 대응하는 데

이터선(15)에 전기적으로 결합되는 반면에, 화소 전극(13)은 주사 신호가 대응하는 주사선(14)에 인가되지 않는 경우의 유
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지 기간 동안에 대응하는 데이터선(15)으로부터 전기적으로 분리된다. 따라서, LC 커패시터(CLC) 및 축적 커패시터(CSC)

는 주사 기간동안에 신호 전압으로 충전되고 그 후 유지 기간동안에 신호 전압을 유지한다. LC 커패시터 및 축적 커패시터

(CSC)에 축적된 전하는 화소 전극(13)과 대향 전극 사이에서 전계를 발생하고 그에 따라 이미지 표시용의 백라이트에 대해

LC층의 투명도를 제어한다.

축적 커패시터(CSC)의 기능은 화소 전극(13)과 대향 전극 사이의 신호 전압의 감소를 억제하는데, 상기 신호 전압의 감소

는 TFT(12)의 소스-드레인 누설 전류에 의해 발생된다.

TFT-LCD 장치의 피드 스루 전압(Vfd)은 게이트-소스 기생 용량(CGS), LC 용량(CLC), 축적 용량(CSC), 게이트-화소 전

극 기생 용량(Cgpi), 및 드레인-화소 전극 기생 용량(Cdpi)에 의해 보통 영향을 받는다. 본 발명에서, LC 용량(CLC)을 제

외한 상기 용량들은 드레인층(또는 제2의 도전층)과 게이트층(또는 제1의 도전층) 사이에서 거의 형성되는데 그 이유는 화

소 전극(13)과 동일 전위로 유지되는 차폐 링(17)은 화소 전극(13)과 다른 패턴 사이의 공간에서 화소 전극(13)의 주변을

따라 연장되기 때문이다.

ITO막과 같은 투명 도전막으로 구성된 화소 전극(13)은 데이터선(드레인층), 주사선(게이트층) 및 금속 또는 함금으로 보

통 구성되는 조합된 전극에 비해 패턴의 정확도가 떨어진다. 화소 전극(13)으로 사용되는 ITO막은 산화물로서 에칭되기가

어려울 뿐만 아니라 표시 영역내에서의 화소 전극의 인듐 및 주석의 농도가 상이할 수 있다. 후자의 이유로 인해 표시 영역

내의 에칭 레이트가 다르고 그에 따라 화소 전극(13)의 디멘션의 변동을 야기한다.

표시 영역내의 화소 전극(13)의 디멘션의 변동은 화소 전극(13)과 다른 패턴 사이의 기생 용량의 변동을 보통 야기한다.

본 실시예에서, 제1 및 제2의 도전층과 공동으로 기생 용량을 형성하는 능력면에 있어서는 정전 차폐링으로 작동하는 차

폐 링(17)이 화소 전극(13)에 비해 훨씬 우월하다. 또한, 화소 전극(13)과 데이터선 사이에서 생기는 것과 같은 불량은 차

폐 링(17)과 데이터선(15) 사이에서는 발생하지 않는데 그 이유는 차폐 링(17)과 데이터선(15)은 하나의 금속성 층으로 형

성되기 때문이다. 차폐 링(17)은 패턴이 정확하므로 피드 스루 전압에 영향을 미치는 기생 용량의 변화를 줄여준다.

피드 스루 전압의 변동의 감소는 TFT-LCD 장치의 표시 패널상에 균일한 이미지를 제공한다.

도 7에 있어서, 본 발명의 제2의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치는 TFT(12)와 관통홀(24)을 제외하고는 제1의 실시예와

유사하다. TFT(12)는 본 발명에서 주사선(14)의 일부로서 형성된 게이트 전극과 주사선(14)에 수직으로 연장되는 채널

영역을 구비한다. TFT(12)의 드레인 전극(22)은 데이터선(15)으로부터 연장되어 "L"자형의 스프라이프를 형성하고,

TFT(12)의 소스 전극(21)은 차폐 링(17)으로부터 연장된다. 관통홀(24)은 인접하는 주사선(14)의 광폭 확장부(19)에 대

한 영역의 주변에서 TFT(12)와 멀리 떨어져서 차폐 링(17)의 광폭 확장부(26)와 화소 전극(13)을 접속한다.

도 8에 있어서, 본 발명의 제3의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치는 주사선(14)의 광폭 확장부(19)에 대한 영역의 내부에서

차폐 링(17)의 광폭 확장부(26)와 화소 전극(13)을 접속하는 관통홀(24)을 제외하고는 제2의 실시예와 유사하다.상기 제2

및 제3의 실시예는 이미지 표시를 위한 유효 화소 영역이 크다는 장점을 갖는다.

도 9에 있어서, 본 발명의 제4의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치는 해칭된 영역으로 도시된 길다란 관통홀(24)을 포함하

고, 화소 전극(13)은 TFT 패널(10)에 수직인 방향으로 보아 차폐 링(17)과 중복된다. 길다란 관통홀(24)은 해칭된 영역

(24)에 형성된 다수의 관통홀(24)에 의해 대체될 수 있다.

도 9의 A-A선 및 B-B선 각각에 따른 도 10a 및 도 10b에 있어서, 화소 전극(13)은 관통홀(24)로부터 노출된 차폐 링(17)

의 광폭 확장부(26)상에서 형성된다.

도 11에 있어서, 본 발명의 제5의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치는 본 실시예에서는 공통선(27)이 주사선(14)으로부터 평

행하게 분리되어 연장되고 공통선(27)이 광폭 확장부(28)를 구비한다는 점을 제외하고는 제1의 실시예와 유사하다. 주사

선(14)은 대신에 광폭 확장부(19)가 없다. 공통선(27)은 접지 전위에 유지된다.

도 12에 있어서, 본 발명의 제6의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치는 TFT가 세로형이고 주사선(14)에 수직인 방향으로 연

장되는 채널 영역을 구비한다는 점을 제외하고는 제5의 실시예와 유사하다.
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도 13에 있어서, 본 발명의 제7의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치는 공통선(27)이 TFT(12)에 인접한 광폭 확장부(28)를

구비한다는 점을 제외하고는 제6의 실시예와 유사하다. 관통홀(24)은 공통선(27)의 광폭 확장부(28)를 위한 영역에서 차

폐 링(17)의 광폭 확장부(26)와 화소 전극(13)을 접속한다.

도 14에 있어서, 본 발명의 제8의 실시예에 따른 TFT-LCD 장치는 공통선(27)이 중심부에서 화소(11)를 가로지르고 차폐

링(17)이 화소 전극(13)에 대한 영역내에서 그리고 공통선(27)에 대한 영역의 외측에서 한 쌍의 개구(29)를 구비하는 평판

형이고, 화소 전극(13)과 차폐 링(17)을 접속하는 관통홀(24)은 TFT(12)의 주변에 배치된다는 점을 제외하고는 제7의 실

시예와 유사하다.

발명의 효과

전술한 바와 같이, 피드 스루 전압의 변동은 보통 기생 용량을 형성하는 패턴의 변화에 의존한다. 전술한 실시예에서 기생

용량을 형성하는 패턴은 종래의 LCD 장치의 패턴보다 정확도가 보다 높다. 따라서, 피드 스루 전압의 변동은 고도한 표시

성능을 달성하기 위해 상당히 감소될 수 있다.

전술한 실시예에서, 차폐링은 차폐 부재로서 실시된다. 그러나, 차폐 부재는 차폐 부재가 화소 전극에 대한 상당한 차폐 기

능을 갖는 한 차례링에 형성된 절단부를 구비하거나 U자 형상일 수 있다.

전술한 실시예는 단지 예시로서 기술되었기 때문에, 본 발명은 전술한 실시예에 한정되지 않고 다양한 수정 또는 변형이

본 발명의 범위를 벗어나지 않고 본 분야의 당업자에게는 용이하게 이루어질 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
삭제

청구항 2.
삭제

청구항 3.
삭제

청구항 4.
삭제

청구항 5.
삭제

청구항 6.
삭제

청구항 7.
삭제

청구항 8.
삭제

청구항 9.
삭제
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청구항 10.

어레이 형상으로 배열되며 TFT(12) 및 투명성 재료로 이루어진 화소 전극(13)을 각각 포함하는 복수의 화소(11)와,

상기 화소(11)의 로우에 대해 각각 배치되며 대응하는 로우(row)에 배열된 상기 화소(11)의 상기 TFT(12)를 활성화하는

복수의 주사선(14)과,

상기 화소(11)의 컬럼에 대해 각각 배치되며 상기 TFT(12)를 경유하여 대응하는 컬럼(column)에 배열된 상기 화소(11)의

상기 화소 전극(13)에 데이터 신호를 공급하는 복수의 데이터선(15)을 포함하고,

상기 화소(11) 각각은 도전 재료로 이루어지고 상기 화소 전극(13)에 전기적으로 접속되며 상기 화소 전극(13)의 전체 주

변을 따라 연장되는 차폐 부재(17)를 더 구비하고,

상기 주사선(14)의 하나에 근접하고, 각각 병렬로 연장되는 복수의 공통선(27)을 더 포함하고, 상기 각각의 공통선(27)은

광폭 확장부를 구비하며,

상기 각각의 공통선(27)은 상기 화소에 교차하여 상기 화소의 중심부에서 대응하는 로우에 배열되며, 상기 중심부는 상기

복수의 주사선의 하나의 중심에 가깝게 위치되는 것을 특징으로 하는 TFT-LCD 장치.

도면

도면1
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其他公开文献 KR1020020036743A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

TFT-LCD器件包括由第一层的金属层形成的多条扫描线14，由第二层的
金属层形成的多条数据线15，以及由TFT 12和第三层的ITO层形成的多
条数据线15和电极（13）。每个像素11电连接到像素电极13，以及由第
二层的金属层形成的屏蔽构件（17），以抑制在第一层和第二层之间形
成的寄生电容的变化。如上所述抑制寄生电容的波动会降低穿通电压并
相应地改善TFT-LCD器件的显示性能。 五 指数方面 TFT，LCD，扫描
线，数据线，像素，

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/08d21a18-195e-480a-8d3e-901ac22fbb70
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